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半导体集成电路装置包括具有鳍式FET的多

个单元。构成鳍式FET的多个鳍(21A、21B、22A、

22B)沿X方向延伸，并且布置于在Y方向上等间距

分布的假想网格线(GL)上。单元包括埋入式电源

布线(11A、11B、12A、12B)。Y方向上的尺寸较大的

单元包括宽度较大的埋入式电源布线(11B、

12B)。埋入式电源布线(11A、11B、12A、12B)在Y方

向上的中央位置位于假想网格线(GL)上，或者，

位于相邻的假想网格线之间的中央位置上。
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1.一种半导体集成电路装置，其包括具有鳍式场效应晶体管的多个标准单元，其特征

在于：

构成所述鳍式场效应晶体管的多个鳍分别沿第一方向延伸，并且布置于在第二方向上

等间距分布的假想网格线上，该第二方向垂直于所述第一方向，

多个所述标准单元包括第一标准单元和第二标准单元，该第二标准单元在所述第二方

向上的尺寸比所述第一标准单元在所述第二方向上的尺寸大，

所述第一标准单元包括沿所述第一方向延伸的第一埋入式电源布线，

所述第二标准单元包括第二埋入式电源布线，该第二埋入式电源布线沿所述第一方向

延伸，该第二埋入式电源布线在所述第二方向上的尺寸比所述第一埋入式电源布线在所述

第二方向上的尺寸大，

所述第一埋入式电源布线及所述第二埋入式电源布线在所述第二方向上的中央位置

位于所述假想网格线上，或者，位于相邻的所述假想网格线之间的中央位置上。

2.根据权利要求1所述的半导体集成电路装置，其特征在于：

所述第一标准单元包括包含N个鳍的第一鳍式场效应晶体管，N为1以上的整数，

所述第二标准单元包括包含M个鳍的第二鳍式场效应晶体管，M为比N大的整数。

3.根据权利要求1所述的半导体集成电路装置，其特征在于：

所述第一标准单元包括第一局部布线，该第一局部布线沿所述第二方向延伸，经由第

一过孔与所述第一埋入式电源布线相连接，

所述第二标准单元包括第二局部布线，该第二局部布线沿所述第二方向延伸，经由第

二过孔与所述第二埋入式电源布线相连接，

所述第二过孔的尺寸比所述第一过孔的尺寸大，或者，所述第二过孔的个数比所述第

一过孔的个数多。

4.根据权利要求1所述的半导体集成电路装置，其特征在于：

所述第一标准单元及所述第二标准单元实现相同的电路功能。

5.根据权利要求1所述的半导体集成电路装置，其特征在于：

多个所述标准单元包括第三标准单元，该第三标准单元在所述第二方向上的尺寸比所

述第二标准单元在所述第二方向上的尺寸大，

所述第三标准单元包括第三埋入式电源布线，该第三埋入式电源布线沿所述第一方向

延伸，该第三埋入式电源布线在所述第二方向上的尺寸比所述第二埋入式电源布线在所述

第二方向上的尺寸大。

6.根据权利要求5所述的半导体集成电路装置，其特征在于：

所述第一标准单元包括包含N个鳍的第一鳍式场效应晶体管，N为1以上的整数，

所述第二标准单元包括包含M个鳍的第二鳍式场效应晶体管，M为比N大的整数，

所述第三标准单元包括包含L个鳍的第三鳍式场效应晶体管，L为比M大的整数。

7.根据权利要求5所述的半导体集成电路装置，其特征在于：

所述第一标准单元包括第一局部布线，该第一局部布线沿所述第二方向延伸，经由第

一过孔与所述第一埋入式电源布线相连接，

所述第二标准单元包括第二局部布线，该第二局部布线沿所述第二方向延伸，经由第

二过孔与所述第二埋入式电源布线相连接，
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所述第三标准单元包括第三局部布线，该第三局部布线沿所述第二方向延伸，经由第

三过孔与所述第三埋入式电源布线相连接，

所述第二过孔的尺寸比所述第一过孔的尺寸大，或者，所述第二过孔的个数比所述第

一过孔的个数多，

所述第三过孔的尺寸比所述第二过孔的尺寸大，或者，所述第三过孔的个数比所述第

二过孔的个数多。
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半导体集成电路装置

技术领域

[0001] 本公开涉及一种包括标准单元的半导体集成电路装置。

背景技术

[0002] 作为将半导体集成电路形成在半导体衬底上的方法，已知有标准单元方式。标准

单元方式是指：通过事先将具有特定逻辑功能的基本单元(例如反相器、锁存器、触发器、全

加器等)作为标准单元准备好，将多个标准单元布置在半导体衬底上，再用布线将这些标准

单元连接起来，来设计LSI(大规模集成电路)芯片。

[0003] 为了实现半导体集成电路装置的高度集成化，提出了以下技术方案：在标准单元

中使用设置于埋入式布线(Buried  Interconnect)层的电源布线即埋入式电源布线(BPR：

Buri  ed  Power  Rail)，而不使用像现有那样的设置在形成于晶体管的上层的金属布线层

的电源布线。

[0004] 在专利文献1中公开了以下结构：在由标准单元构成的块中，由埋入式电源布线构

成电源布线，将晶体管的源极与该埋入式电源布线连接起来，进而将它们与设置于上层布

线层的电源布线连接起来。

[0005] 专利文献1：美国专利申请公开第2019/0080969号说明书(图1E)

发明内容

[0006] ‑发明要解决的技术问题‑

[0007] 埋入式电源布线是将电源布线埋入衬底中而形成的，所以不能在有晶体管的源

极、漏极以及沟道存在的区域形成埋入式电源布线。另一方面，埋入式电源布线必须具备充

分的对晶体管电流供给能力。此外，有时，为了抑制制造偏差，微细工艺中的鳍式FET(Field 

Effect  Transi  stor：场效应晶体管)、纳米片FET等晶体管的尺寸或布置位置会受到限制。

[0008] 本公开的目的在于：在使用埋入式电源布线的半导体集成电路装置中，在不妨碍

有规律地布置鳍式FET的情况下，便能够布置具有充分的布线宽度的埋入式电源布线。

[0009] ‑用于解决技术问题的技术方案‑

[0010] 在本公开的各方面以一种半导体集成电路装置为对象，该半导体集成电路装置包

括具有鳍式FET(Field  Effect  Transistor)的多个标准单元，构成所述鳍式场效应晶体管

的多个鳍分别沿第一方向延伸，并且布置于在第二方向上等间距分布的假想网格线上，该

第二方向垂直于所述第一方向，多个所述标准单元包括第一标准单元和第二标准单元，该

第二标准单元在所述第二方向上的尺寸比所述第一标准单元在所述第二方向上的尺寸大，

所述第一标准单元包括沿所述第一方向延伸的第一埋入式电源布线，所述第二标准单元包

括第二埋入式电源布线，该第二埋入式电源布线沿所述第一方向延伸，该第二埋入式电源

布线在所述第二方向上的尺寸比所述第一埋入式电源布线在所述第二方向上的尺寸大，所

述第一埋入式电源布线及所述第二埋入式电源布线在所述第二方向上的中央的位置位于

所述假想网格线上，或者，相邻的所述假想网格线之间的中央位置上。
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[0011] 根据上述方面，在半导体集成电路装置中，构成鳍式FET的多个鳍沿第一方向延

伸，并且布置于在第二方向上等间距分布的假想网格线上。第一标准单元及第二标准单元

包括埋入式电源布线，在第二方向上的尺寸较大的第二标准单元包括在第二方向上的尺寸

较大的埋入式电源布线。由此而能够充分地得到对鳍式FET的电流供给能力。并且，第一标

准单元及第二标准单元所包括的埋入式电源布线在第二方向上的中央位置位于假想网格

线上，或者，相邻的假想网格线之间的中央位置上。这样一来，在不妨碍有规律地布置鳍式

FET的情况下，便能够布置具有充分的布线宽度的埋入式电源布线。

[0012] ‑发明的效果‑

[0013] 根据本公开，在半导体集成电路装置中，在不妨碍有规律地布置鳍式FET的情况

下，便能够布置具有充分的布线宽度的埋入式电源布线。

附图说明

[0014] 图1(a)、(b)是俯视图，示出构成实施方式所涉及的半导体集成电路装置的反相器

单元的版图结构；

[0015] 图2(a)、(b)是图1所示的反相器单元的剖面构造；

[0016] 图3(a)、(b)是俯视图，示出构成实施方式所涉及的半导体集成电路装置的二输入

NAND单元的版图结构；

[0017] 图4(a)是反相器单元的电路图，(b)是二输入NAND单元的电路图；

[0018] 图5是实施方式所涉及的半导体集成电路装置的电路块的构成例；

[0019] 图6是图5的局部放大图；

[0020] 图7是俯视图，示出构成实施方式所涉及的半导体集成电路装置的反相器单元的

另一版图结构。

具体实施方式

[0021] 下面，参照附图对实施方式进行说明。在以下实施方式中，半导体集成电路装置包

括多个标准单元(在本说明书中也适当地简称为单元)，该多个标准单元中的至少一部分标

准单元包括鳍式FET(Field  Effect  Transistor)。

[0022] 在本公开中，“VDD”和“VSS”表示电源电压或电源本身。在以下说明中，在图1等俯

视图中，将图面横向设为X方向(相当于第一方向)，将图面纵向设为Y方向(相当于第二方

向)，将垂直于衬底面的方向设为Z方向。

[0023] (第一实施方式)

[0024] 图1是俯视图，示出构成本实施方式所涉及的半导体集成电路装置的标准单元的

版图结构之例。图1(a)、(b)都是反相器单元。图2是示出图1所示的单元的剖面结构的图，图

2(a)是沿图1(a)的线A‑A’剖开的剖视图，图2(b)是沿图1(a)的线B‑B’剖开的剖视图。

[0025] 图3是俯视图，示出构成本实施方式所涉及的半导体集成电路装置的另一标准单

元的版图结构之例。图3(a)、(b)都是二输入NAND单元。

[0026] 图4表示单元的电路图，图4(a)是图1所示的反相器单元的电路图，图4(b)是图3所

示的二输入NAND单元的电路图。

[0027] 图1所示的反相器单元和图3所示的二输入NAND单元都具有鳍式FET，构成鳍式FET
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的多个鳍分别沿X方向延伸。多个鳍的宽度即Y方向上的尺寸相同(设为Wf)，布置于在Y方向

上等间距分布的假想网格线GL(用细虚线图示)上。假想网格线GL的间距为Pg。也就是说，多

个鳍以间距Pg布置。

[0028] 在图1(a)所示的反相器单元和图3(a)所示的二输入NAND单元中，构成鳍式FET的

鳍的个数为二，单元高度为Pg×8。在图1(b)所示的反相器单元和图3(b)所示的二输入NAND

单元中，构成鳍式FET的鳍的个数为三，单元高度为Pg×11。鳍式FET的驱动能力根据构成鳍

式FET的鳍的个数而变化。

[0029] 对图1和图2所示的反相器单元的版图结构进行说明。

[0030] 在图1(a)所示的反相器单元中，在Y方向的两端分别设置有沿X方向延伸的电源布

线11A、12A。电源布线11A、12A均为形成于埋入式布线层的埋入式电源布线(BPR)。电源布线

11A供给电源电压VDD，电源布线12A供给电源电压VSS。电源布线11A、12A在Y方向上的中央

位置与假想网格线GL彼此之间的中央一致。电源布线11A、12A的宽度即Y方向上的尺寸为

Wb1。

[0031] 在N阱上的P型晶体管区域设置有沿X方向延伸的两个鳍21A。在P型衬底上的N型晶

体管区域设置有沿X方向延伸的两个鳍22A。栅极布线31A沿Y方向从P型晶体管区域延伸到N

型晶体管区域。如图2(b)所示，栅极布线31A形成为从三个方向包围鳍21A、22A。由两个鳍

21A和栅极布线31A构成鳍式FET  P1。由两个鳍22A和栅极布线31A构成鳍式FET  N1。需要说

明的是，由于制造上的原因，需要使埋入式电源布线和与其最接近的鳍之间具有一个距离

Sb。

[0032] 在鳍21A的图面左侧的端部设置有沿Y方向延伸的局部布线41A。鳍21A的图面左侧

的端部经由局部布线41A和过孔51A与电源布线11A相连接。在鳍22A的图面左侧的端部设置

有沿Y方向延伸的局部布线42A。鳍22A的图面左侧的端部经由局部布线42A和过孔52A与电

源布线12A相连接。在鳍21A、22A的图面右侧的端部设置有沿Y方向延伸的局部布线43A。鳍

21A的图面右侧的端部和鳍22A的图面右侧的端部经由局部布线43A相互连接在一起。

[0033] 接收输入A的金属布线61A经由过孔与栅极布线31A相连接。将输出Y输出的金属布

线62A经由过孔与局部布线43A相连接。

[0034] 在图1(b)所示的反相器单元中，由三个鳍构成鳍式FET。除此之外的版图结构与图

1(a)的反相器单元相同。

[0035] 在图1(b)所示的反相器单元中，在Y方向的两端分别设置有沿X方向延伸的电源布

线11B、12B。电源布线11B、12B均为形成于埋入式布线层的埋入式电源布线(BPR)。电源布线

11B供给电源电压VDD，电源布线12B供给电源电压VSS。电源布线11B、12B在Y方向上的中央

位置与假想网格线GL一致。电源布线11B、12B的宽度即Y方向上的尺寸为Wb2。需要说明的

是，Wb2＞Wb1。

[0036] 在N阱上的P型晶体管区域设置有沿X方向延伸的三个鳍21B。在P型衬底上的N型晶

体管区域设置有沿X方向延伸的三个鳍22B。栅极布线31B沿Y方向从P型晶体管区域延伸到N

型晶体管区域。栅极布线31B形成为从三个方向包围鳍21B、22B。由三个鳍21B和栅极布线

31B构成鳍式FET  P1。由三个鳍22B和栅极布线31B构成鳍式FET  N1。

[0037] 在鳍21B的图面左侧的端部设置有沿Y方向延伸的局部布线41B。鳍21B的图面左侧

的端部经由局部布线41B和过孔51B与电源布线11B相连接。在鳍22B的图面左侧的端部设置
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有沿Y方向延伸的局部布线42B。鳍22B的图面左侧的端部经由局部布线42B和过孔52B与电

源布线12B相连接。在鳍21B、22B的图面右侧的端部设置有沿Y方向延伸的局部布线43B。鳍

21B、22B的图面右侧的端部经由局部布线43B相互连接在一起。

[0038] 接收输入A的金属布线61B经由过孔与栅极布线31B相连接。将输出Y输出的金属布

线62B经由过孔与局部布线43B相连接。

[0039] 对图3所示的二输入NAND单元的版图结构进行说明。需要说明的是，有时省略对能

够根据图1和图2所示的反相器单元的版图结构推测出的结构进行说明。

[0040] 在图3(a)所示的二输入NAND单元中，在Y方向的两端分别设置有沿X方向延伸的电

源布线13A、14A。电源布线13A、14A均为形成于埋入式布线层的埋入式电源布线(BPR)。电源

布线13A供给电源电压VDD，电源布线14A供给电源电压VSS。电源布线13A、14A在Y方向上的

中央位置与假想网格线GL彼此之间的中央一致。电源布线13A、14A的宽度即Y方向上的尺寸

为Wb1。

[0041] 在N阱上的P型晶体管区域设置有沿X方向延伸的两个鳍23A。在P型衬底上的N型晶

体管区域设置有沿X方向延伸的两个鳍24A。栅极布线32A、33A沿Y方向从P型晶体管区域延

伸到N型晶体管区域。由两个鳍23A和栅极布线32A构成鳍式FET  P11，由两个鳍23A和栅极布

线33A构成鳍式FET  P12。由两个鳍24A和栅极布线32A构成鳍式FET  N11，由两个鳍24A和栅

极布线33A构成鳍式FET  N12。

[0042] 在图3(b)所示的二输入NAND单元中，由三个鳍构成鳍式FET。除此之外的版图结构

与图3(a)的二输入NAND单元相同。

[0043] 在图3(b)所示的二输入NAND单元中，在Y方向的两端分别设置有沿X方向延伸的电

源布线13B、14B。电源布线13B、14B均为形成于埋入式布线层的埋入式电源布线(BPR)。电源

布线13B供给电源电压VDD，电源布线14B供给电源电压VSS。电源布线13B、14B在Y方向上的

中央位置与假想网格线GL一致。电源布线13B、14B的宽度即Y方向上的尺寸为Wb2。需要说明

的是，Wb2>Wb1。

[0044] 在N阱上的P型晶体管区域设置有沿X方向延伸的三个鳍23B。在P型衬底上的N型晶

体管区域设置有沿X方向延伸的三个鳍24B。栅极布线32B、33B沿Y方向从P型晶体管区域延

伸到N型晶体管区域。由三个鳍23B和栅极布线32B构成鳍式FET  P11，由三个鳍23B和栅极布

线33B构成鳍式FET  P12。由两个鳍24B和栅极布线32B构成鳍式FET  N11，由两个鳍24B和栅

极布线33B构成鳍式FET  N12。

[0045] 此处，图1(a)的反相器单元和图3(a)的二输入NAND单元与具有相同单元高度(＝

Pgx8)的其它单元一起构成单一电路块。在该电路块中，通过沿X方向排列单元而构成单元

行，供给电源电压VDD的电源布线11A、13A等与该单元行相连结，并且供给电源电压VSS的电

源布线12A、14A等与该单元行相连结。并且，单元行沿Y方向排列着布置。各单元行每隔一行

便颠倒过来，这样布置在Y方向上。这样一来，在Y方向上相邻的单元行便会共同拥有电源布

线。

[0046] 相同地，图1(b)的反相器单元和图3(b)的二输入NAND单元与具有相同单元高度

(＝Pgx11)的其它单元一起构成单一电路块。在该电路块中，通过沿X方向排列单元而构成

单元行，供给电源电压VDD的电源布线11B、13B等与该单元行连结，并且供给电源电压VSS的

电源布线12B、14B等与该单元行连结。并且，单元行沿Y方向排列着布置。各单元行每隔一行
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便颠倒过来，这样布置在Y方向上。这样一来，在Y方向上相邻的单元行便会共同拥有电源布

线。

[0047] 图5是本实施方式所涉及的半导体集成电路装置的电路块的构成例。在图5中，省

略对比鳍和栅极布线更上层的结构的记载。在图5中，块A由单元高度为Pg×8的单元构成，

块B由单元高度为Pg×11的单元构成。块A、B均由三行单元行构成，假想网格线GL由块A、B共

用。

[0048] 在块A中，单元C1A是图1(a)的反相器单元，而单元C2A是图3(a)的二输入NAND单

元。根据图面可知，在第一行中，从图面左侧开始依次布置有单元C2A、C2A、C1A，在第二行

中，从图面左侧开始依次布置有单元C1A、C1A、C1A、C1A，在第三行中，从图面左侧开始依次

布置有单元C2A、C1A、C2A。电源布线1A用于供给电源电压VDD，且是将单元C1A的电源布线

11A和单元C2A的电源布线13A连结起来而构成的。电源布线2A用于供给电源电压VSS，且是

将单元C1A的电源布线12A和单元C2A的电源布线14A连结起来而构成的。

[0049] 在块B中，单元C1B是图1(b)的反相器单元，而单元C2B是图3(b)的二输入NAND单

元。根据图面可知，在第一行中，从图面左侧开始依次布置有单元C2B、C2B、C1B，在第二行

中，从图面左侧开始依次布置有单元C1B、C1B、C1B、C1B，在第三行中，从图面左侧开始依次

布置有单元C2B、C1B、C2B。电源布线1B用于供给电源电压VDD，且是将单元C1B的电源布线

11B和单元C2B的电源布线13B连结起来而构成的。电源布线2B用于供给电源电压VSS，且是

将单元C1B的电源布线12B和单元C2B的电源布线14B连结起来而构成的。

[0050] 在块A中，沿Y方向相邻的单元之间，最接近的鳍的各中心之间的距离为3×Pg。而

且，电源布线1A、2A的中央位置位于假想网格线GL之间的中央。因此，能够最大限度地确保

电源布线1A、2A的宽度Wbl。电源布线1A、2A的宽度Wb1为Wb1＝3×Pg‑2×Sb‑Wf。

[0051] 在块B中，沿Y方向相邻的单元之间，最接近的鳍的各中心之间的距离为4×Pg。而

且，电源布线1B、2B的中央位置位于假想网格线GL之上。因此，能够最大限度地确保电源布

线1B、2B的宽度Wb2。电源布线1B、2B的宽度Wb2为Wb2＝4×Pg‑2×Sb‑Wf。也就是说，电源布

线1B、2B的宽度Wb2比电源布线1A、2A的宽度Wb1大Pg。

[0052] 构成块B的单元与构成块A的单元相比，构成鳍式FET的鳍的个数多。因此，构成块B

的单元与构成块A的单元相比，工作速度高，但功耗也大。相对于此，如上所述，由于电源布

线1B、2B的宽度比电源布线1A、2A的宽度大，所以能够对构成块B的单元供给足够的电流。

[0053] 例如，图1(b)的反相器单元中的对应于电源布线11B、12B的过孔51B、52B与图1(a)

的反相器单元中的对应于电源布线11A、12A的过孔51  A、52A相比，尺寸大且电阻小。因此，

在图1(b)的反相器单元中，能够实现更大的电流供给能力。需要说明的是，也可以增加过孔

的个数来代替增大过孔的尺寸。例如，在图1(b)的反相器单元中，也可以对电源布线11B、

12B分别设置两个过孔。

[0054] 在图5的版图中，让块A、B共用用于布置鳍的假想网格线GL，将单元布置成块A、B所

包含的鳍分别被布置在假想网格线GL上。这样一来，在整个版图中，鳍就被布置得有规律。

因此，半导体集成电路装置的制造容易性提高，且能够抑制制造偏差，因此而能够提高成品

率。

[0055] 如上所述，根据本实施方式，在半导体集成电路装置中，构成鳍式FET的多个鳍沿X

方向延伸，并且布置于在Y方向上等间距分布的假想网格线GL上。标准单元包括埋入式电源
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布线，Y方向上的尺寸较大的标准单元包括Y方向上的尺寸较大的埋入式电源布线。由此而

能够充分地得到对鳍式FET的电流供给能力。并且，标准单元所包括的埋入式电源布线在Y

方向上的中央位置位于假想网格线GL上，或者，位于相邻的假想网格线GL之间的中央位置

上。这样一来，在不妨碍有规律地布置鳍式FET的情况下，便能够布置具有充分的布线宽度

的埋入式电源布线。

[0056] 图6是图5的块A中的上两行右端的单元C1A的局部放大图。图6示出将图1(a)的反

相器单元沿Y方向相邻着布置而得到的版图结构。在图6中，在图1(a)的反相器单元的过孔

52A相邻着布置的部位(用虚线表示)，布置有比过孔52A大的过孔53。

[0057] (变形例)

[0058] 图7示出反相器单元的另一版图结构。在图7所示的反相器单元中，构成鳍式FET的

鳍的个数为四，单元高度为Pg×14。除此之外的版图结构与图1的反相器单元相同。

[0059] 在图7所示的反相器单元中，在Y方向的两端分别设置有沿X方向延伸的电源布线

11C、12C。电源布线11C、12C均为形成于埋入式布线层的埋入式电源布线(BPR)。电源布线

11C供给电源电压VDD，电源布线12C供给电源电压VSS。电源布线11C、12C在Y方向上的中央

位置与假想网格线GL彼此之间的中央一致。电源布线11C、12C的宽度即Y方向上的尺寸为

Wb3。需要说明的是，Wb3＞Wb2。

[0060] 在N阱上的P型晶体管区域设置有沿X方向延伸的四个鳍21C。在P型衬底上的N型晶

体管区域设置有沿X方向延伸的四个鳍22C。栅极布线31C沿Y方向从P型晶体管区域延伸到N

型晶体管区域。栅极布线31C形成为从三个方向包围鳍21C、22C。由四个鳍21C和栅极布线

31C构成鳍式FET  P1。由四个鳍22C和栅极布线31C构成鳍式FET  N1。

[0061] 在鳍21C的图面左侧的端部设置有沿Y方向延伸的局部布线41C。鳍21C的图面左侧

的端部经由局部布线41C和过孔51C与电源布线11C相连接。在鳍22C的图面左侧的端部设置

有沿Y方向延伸的局部布线42C。鳍22C的图面左侧的端部经由局部布线42C和过孔52C与电

源布线12C相连接。在鳍21C、22C的图面右侧的端部设置有沿Y方向延伸的局部布线43C。鳍

21C、22C的图面右侧的端部经由局部布线43C相互连接在一起。

[0062] 接收输入A的金属布线61C经由过孔与栅极布线31C相连接。将输出Y输出的金属布

线62C经由过孔与局部布线43C相连接。

[0063] 图7中的反相器单元与具有相同单元高度(＝Pgx14)的其它单元一起构成单一电

路块。也可以与例如图5所示的块A、B一起按照共用的假想网格线GL布置该电路块。

[0064] 电源布线11C、12C的宽度Wb3如下。

[0065] Wb3＝5×Pg‑2×Sb‑Wf

[0066] 也就是说，Wb3比Wb2大Pg。

[0067] 对应于电源布线11C、12C的过孔51C、52B的尺寸比图1(b)的反相器单元中的对应

于电源布线11B、12B的过孔51B、52B的尺寸更大。因此，在图7的反相器单元中，能够实现更

大的电流供给能力。需要说明的是，也可以增加过孔的个数来代替增大过孔的尺寸。例如，

如果在图1(b)的反相器单元中，对电源布线11B、12B分别设置两个过孔的话，那么在图7的

反相器单元中，就可以对电源布线11C、12C分别设置三个过孔。

[0068] 需要说明的是，在以上说明中，说明的是包括具有鳍式FET的标准单元的半导体集

成电路装置，但标准单元所具有的晶体管不限于鳍式FET。例如，本公开也能够应用于包括
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具有纳米片FET的标准单元的半导体集成电路装置中。

[0069] ‑产业实用性‑

[0070] 在本公开中，在使用埋入式电源布线的半导体集成电路装置中，在妨碍有规律地

布置鳍式FET的情况下，布置具有充分的布线宽度的埋入式电源布线，因此在提高系统LSI

的集成度、性能等方面是有用的。

[0071] ‑符号说明‑

[0072] 1A、1B、2A、2B埋入式电源布线

[0073] 11A、11B、11C、12A、12B、12C、13A、13B、14A、14B  埋入式电源布线

[0074] 21A、21B、21C、22A、22B、22C、23A、23B、24A、24B  鳍

[0075] 41A、41B、41C、42A、42B、42C                  局部布线

[0076] 51A、51B、51C、52A、52B、52C                  过孔

[0077] C1A、C1B、C2A、C2B                          标准单元

[0078] P1、P11、P12、N1、N11、N12                    鳍式FET

[0079] GL                                       假想网格线

说　明　书 7/7 页

10

CN 116830257 A

10



图1
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图4
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图5
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图6
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图7
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